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FPRANZISTOARE GIGANT IN CAPSULA
H 0 CKEY"— PUCK"

Tranzistoarele de putere si comutatie in

capsula standard T03 pot ,,acoperi* dome-

niul ‘dé curen{i cuprinsi Intre 5 si 50A
limita fs.uperioarél fiind- obtinutd prin mon-
tarea in paralel a doud structuri de tran-
zistor cu’ latura chip-ului de cel putin !
5 mm., Comutarea unor- curenu de o1d1nul
sutelor de amperi a devcmt pOSlbllEl prm
realizarea unor structuri de tranzlsj;pr cu
geomelrii circulare, prolectate special pen-
tru o incapsulare ,tip tiristor, in capsule,

disc cu presare (racire) pe ambele fete (su-

pranumite ,hockey-puck®).

Citeva din caracteristicile specifice aces- Fig. 1. Structura tranzistoarelor gigant,

v

» {ranzistoare glgant vor fi listate in cele | .
‘ @ procesarea plachetelor in cadrul unui

ce urmeazd : ; : e ;
flux tehnologic bazal in totalitate pe teh-

@® structura . tranzistoarelor avind dia- ; z ; ! - .
nologia planara (pasivarea anctlumlor baza—

melrul cuprins intre 15 mm si 46 mm este
.w colector si emitor-bazi cu oxid ten‘mc) deu

,divizata® in mai multe parfi ce lucreaza
- sint pastrate toate Cdracterlqtmle procesu-

ea e an71510au independente din punctul de 2 gl e b n ¥
lui . tripla difuzie®, proces ce permite obti-

vedere al factor uIm de amplificare in curent, O 3 .
nerea unor tensiuni de strapungere intre

(fig. 1). ' 1000...2000 V.

"® cemitorul este .decalat pe verticala fata % T e i ! L
f I ' Parametrii electrici  si termici garantafi

de baza, permitind contactarea acestuia cu . -
g, Derppun. : ey sint prezentati in Tabelul 1. 'Se poate . ob-

saiba si disc de cupru. . ;
FEREELE P serva existenta claselor de tensiune de

@ confliguratia electrica ,standard® este 800 V, 1000 V si 1200 V ceea ce permite

Darlington, cu tranzistorul ,driver® avind et ] . ‘ !
. alimentarea (ranzistoarelor la reteaua de

baza pogzitionatd in centrul: plachetei.
a poziti entrul: plachetei i
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Factorul de amplificare in curent si ten-

siunile de saturatic colector-emitor si baza.




l'ranzistoare

Tabelul 1
Parametrul Simbol GT250A GT250B GT250C GT250D
]
Tensiune colector-baza Uecpo (V) 300...1200 300...1200 300...1200 300...1200
Tensiune colector-emitor Uecrgo (V) 300...1000 300...1000 300...1000 300...1000
Curent continuu de colector le (A) ' 250 160 100 70
Putere totald disipata Prot (W) 1330 1330 900 770
Forta de stringere F(N) 4000 4000 4000 4000
Factor de amplificare
in curent "hpg (—) >50.,.200 A >50...160 A >50...100A >50...60A
Tensiune de saturatie =25 <25 <25 =25
colector—emitor Vegesat (V) 200 A/10 A 160A/8A 100A/5A GOA/BA
Tensiune de saturatic <4 <4 <4 <4
baza-emitor Vegsat (V) 200 A/L0 A 160A /8A 100A/5A GOA/GA
Timp de stocare <15 <15 <156 <15
tg (us) 100 A/5 A 61A/3A 60A/3A 60A /3A
Timp de cidere <4 <4 60/3 <4
L (us) 100/5 60 /3 <4 60/3
Tabelul 2
Parametru Simbol GT400A GT400B GT400C GT400D GT400E
Tensiune colector-baza Vepo (V) 300...1200
Tensiune colector-cmitor Uceo (V) 300...1000
Curent continuu de e e 400 350 300 250 200
colector
Putere totald disipata Pror (W) 2500 2000 1660 " 1540 1540
Fortd de stringere () 6000
Factor de amplificare
in curent hrpe (—) ~50...300A =>50..240A >50..200A =>50..160A >50..125A
Tensiune de saturatie Vegsat (V) =0h.. <25, <25, 2B ot A T
colector-emitor 300A/15A  240/12A 200A/10A  160A/8A 125A)TA
‘Tensiune de saturatic VBesat (V) <4... <4... <4.. St <4...
bazé-emitor 300/15 240/12 200/10 160/8 125/7
Timp de stocare 1s (us) <20... <20 <20.. =<20.. <20.
200710 100/5 100/5 100/5 100/5
Timp de cddere ty (us) <4... <4.. <4... <4, <4..
200/10 100/5 100/5 100/5 100 /5
2
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'ranzistoare —

emitor ,solicitd® curent in baza in direct
gi in invers de ordinul amperilor, circuitul
de comanda putind fi realizat cu tranzis-
loare de putere in capsula T03:

Masurarea timpilor- de comutatie se face
intr-un montaj cu sarcind inductivd in Co=
lector, echipamentul de {estare putind i
utilizat si pentru verificarea tranzistoarslar
in regim de suprasarcini accidentald (fig. 2).

In continuare vom da citeva sugesti(ii

utile in aplicatii, inspirate din literatura

I'ig. 2. Montaj cu sarcind inductivi pentru mdsi-
rarea timpilor in comutafie.

de specialitate. Principalele moduri de de-
fectare a tranzistoarelor bipolare de putere
utilizate in regim de comutare sint :

® curent excesiv la comutarea direcis
(din blocare in regiunea de saturatie).

® suprasaturare adined inainte de comu-
tarea inversa.

® crori in semnalele de comandi (in spe-
cial in invertoare cu mai multe cai),

@ supratensiuni.

@® scurtcircuit de durata prea mare.

Supracurentul de colector la comutarca
directd cste, pentru frecventa de lucru ri-
dicatd, in directa corelatie cu curentul in-

vers de revenire Ippy al diodei rapide anti-

paralel. Folosirea unor diode cu timp de
revenire In invers (t,.) cit mai mic si cu un
curent de revenire invers cu panta moale
(soft recovery) reduce semnificafiv stressul
introdus la comutarea din blocare in con-
ductic.

Evitarea suprasaturdrii prea mari a tran-
zistoarelor (un anumit .grad de suprasatu-
rare {iind de dorit pentru o functionare si-
gurd) poate fi facutd prin montarea in
paralel pe jonctiunea baza-colector a unei
diode Schottky. Totusi trebuie mentionat ca
pentru tranzistoare Darlington aceasta me-
todd duce la reduceri nesemnificative ale
timpului de stocare. Comanda in bazi a
tranzistoarelor de putere | gigani® constia
din asigurarea curentului direct necesar
intrarii in zona de saturatie a caracteristi-
cilor si in extragerea sarcinii stocate in re-
giunea de bazd si in colectorul acestuia (la
blocarea {ranzistorului). Erori in secventa
de comanda a franzistoarelor din bhratele
puntii invertorului conduc invariabil la dis-
trugerea acelui tranzistor ,obligat® si su-
porte simultan curenti si tensiuni mari.

Masurile de protectie impotriva supra-
tensiunilor constau ]‘1’1. micsorarea inductan-
telor parazite si in utilizarea unor circuite
adecvate, Cele mai utilizate circuite de pro-
tectie sint realizate din retelele RC (rezis-
tenta-condensator) sau RCD (rezistenta-con-
densator-dieda) (fig. 3). Pentru invertoare
cu doud sau cu sase cdi o solutie ieftind o
constituie protectia globala RCD pusa pe

alimentarea de c.c. (fig. 4).
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Tranzistoare ) . B S

In ceea ce priveste scurtcircuitul pe sar-
cind, circuitul de comandi in bazid trebuie
suplimentat cu un bloc de detectare a func-
tiondrii tranzistorului in saturatie ce ,,supra-
vegheazd“ tensiunile colector-emitor si baza-
emitor. 7

Utilizarea tranzistoarelor bipolare in apli-
catii unde, pind nu demult, se foloseau doar

tiristoare este in prezént o realitate. Utili-l

zate corespunzitor tranzistoarele asigurd o
simplificare a echipamentului electronic ca
schemd si o micsorare a gabarituldi in con-

ditiile unei fiabilitdti globale ridicate.

DUMITRU SDRULLA.
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Fig. 4. Prbtecﬁe RCD conectatd pe alimentare.
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Circuite integrate B

DEZVOLTAREA SERIEI DE CIRCUITE
LS IN LP.R.S. BANEASA

Pornind de la experienta acumulatda in
urma realizarii in tehnologie LS a majori-
tatii portilor simple si beneficiind de facili-
tatile CAD, s-a abordat proiectarea unci noi
grupe de circuite LS, printre care : bistabili,
numaratoare, demultiplexoare.

CONFIGURATIA DE INTRARE A PORTII LS

‘Schema electricd a portii NAND — Texas
Instruments (fig. 5) prezinti dezavantajul
unui prag diferit de valoarea 2 Vg, valoa-
re care asigurd obtinerea unui randament
bun in fabricarea circuitelor din seria 54 LS.

Schema electricd a portii NAND adoptati
la LP.R.S. (fig. 6) are ca avantaj major re-
stabilirea pragului la valoarea 2 Vgg, fard
a infroduce dezavantajul multiemitorului
clasic (incdrcarea capacitivi a nodului de
intrare). Referitor la configuratia acestei
porti este important de mentionat :

@® tranzistorul PNP T1 are B =< 2, fixat.

@ tranzistorul T3 s-a introdus pentru eco-
nomie de consum; la portile OR si NOR
este in mod uzual, Inlocuit de o rezistenta.

@ dioda D1 are rol de blocare a tranzisto-
rului Q.

CONFIGURATIA DE IESIRE A PORTII LS

Dimensionarea componentelor din etajul
de iesire (fig. 6) s-a ficut in sensul optimi-
zarii performantelor statice si  dinamice
(timpi de intirziere, Vg;). Prezenta grupu-
lui R, R 4., Qx, comun ambelor tipuri
de porti, implicii o caracteristici de trans-
fer liniard (fig 7b). Se asigurd astfel para-
metrul static Vpy (la inversoare), spre
deosebire de cazul (a), cind in baza fina-
lului Qp ar exista o rezistenti R,.

Urmirind caracteristica 1(V) a grupului
Qu Ryp Ry (fig. 8b) si a grupului re-
zistiv care asigurd acelasi punct de func-
tionare (fig. 4a) pentru tranzistorul de ie-
sire Q » neincircat (Ig; == 0), observim ca

5

Fig. 5.

in

Fig. 6. Schema

pentru Vgeer = V,u, impedanta grupului
este R,y || Ry, <R, . Din acest motiv,
cind Vgror e mare, grupul Q,, R,
R,, derivi un curent important din baza
pericliteaza para-

finalului Qp, fapt care
metrul static V ;.

oL

V+

Schema eleciricd a portii NAND — Texas
Instruments.

* Vprag®2Vpe

NAND—IPRS

clectrici a porfii
Bineasa.
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Circewile inlegrale

Cresterea  rezistentelor R,.., R, con-
duce la imbunatatirea parametrului static
Vor, dar strica. frontul tp,y. In concluzie,
grupul Q,, R, R,, sc dimensioncaza
pentru un optim intre Vor sitprp - fn mo-
mentul tranzitiei HL la iesire, prin dioda
Dg; ("speed-up diode®) se blocheazi rapid
grupul Darlington Qp.

FLUXUL DE PROIECTARE AUTOMATA

Mastile circuitelor din seria LS sint rea-
lizate pe sistemul de proiectare automata
KULON, beneficiind astfel de urmatoarele
Tacilitati :

@ cditarea rapida a figurilor geometrice ;

@ stocarea si utilizarca elementelor de
bibliotecd (structuri caracteristice tehnolo-
giel) ;

@ verificarea automati a  garzilor pe
acecasi masca sau intre masti diferite. In-
formatia stocatd pe bandd magnetici este
transferati PATTERN GENERATOR-ului
(PG) pentru obtinerea reducerilor interme-
diare. Timpul necesar obtinerii setului de
masti pentru circuite LS a fost redus sub-
stantial  datoritd proicctarii pe sistemul
automat KULON.

Iata citeva exemple :

@® 1.504 — in doua zile ;

@ 1574 (doua metale) — in sapte zile

@ 1.S161 (doud metale — in zece zile), in-
tervale de timp care ilustreaza durata edi-
tarii mastilor pe KULON si obtinerea redu-
cerilor intermediare pe PG.

DUBLA METALIZARE

Tehnologia de realizare a circuitelor inte-
grate cu duba metalizare a inceput relativ
recent (1985) la LP.R.S. Bineasa. Avanta-
jule sint multiple :

@ scade substantial aria cipului (uneori,
de la dublu la simplu) ;

@ se realizeazi o capacitate care sc ras-
fringe in simplificarea lay-out-ului si in com-
portarea termici a componentelor active.
Pina la etapa ,depunere Al% tehnologia de
fabricatie nu se deosebeste de cea a unui
circuit integrat cu un singur strat de metal.
Pentru a se obtine un strat care si nu creeze
probleme de izolatie fatd de nivelul Aly,
sau un relief care si rupa trascele de Aly,
depunerea de Al trebuie facutd cu viteza
mare la 25°C si cu grosime redusi.
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Fig. 7. Caracteristici de transfer a porfii NAND
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#ig. 8. Caracteristica i(v) a grupului activ de desa-
turare a tranzistorului final.

Apoi, urmeazi fluxul normal al operatii-
lor de gravura sinterizare Al;. Se trece la
depunerea oxidului care constituie stratul
izolant dintre cele doua nivele de metalizare,
si la gravarea, in acest oxid, a ferestrelor
de contact prin care se realizeaza comuni-
carea Al/Aly. In final, depunerea Al, se
face prin procedeu de tip "sputtering®, la

=—200°C.

CONCLUZIL:

Masuritorile efectuate pe circuitele LS
procesate pind in prezent confirma incadra-
rea parametrilor statici si dinamici 1In
limitele de catalog, in conditiile obtinerii
unui randament tehnologic ce indreptateste
lansarea acestor circuite in fabricatia de
serie.

EUGENIA SUFARU
DORIN SEREMETA
FLORIN PERA -




LISTA CIRCUITELOR INTEGRATE TTL—LS LP.R.S. BANEASA

CobD
LP.R:S.

741800
741502
T41.503
T4L.S04
7414505
741508
7T4LS09
741.810
741811
741.512
741515
741820
741821
741822
74LS27
741528
741830
741.832
741833
741.837
741.S38
741540
741851
T4LS54
74L.S55
74LS74

T4L.S86

T41.5123
71L5136
7415138
T4LS157
T41.5158
T4LS160
7418161
T4LS162
7415163
T4LS174
T4LS175
74LS257
T41.5258

T4LS2606
7415386

ClRCUTIT
U.R.S.S.

DESCRIERE

K555LA3
K555LE1

K555LA9
K555LN1

. Ki555LN?,

K555LI1
K555L.12
K555LA4
K5551.13
K555LA10
K5551.14
K555LA1
K555L.16
K555LA7
K555LE4
K555LES
K555LA2
K555LL1
K555LA12
K55551,A12
K555LA13
K555LA6
K555LR11

K555LR4
K555TM2

IK555LPS
Kb555AG3

K5551D7
K555K P16

Kb555IE9

KH55IE10

QUAD 2-INPUT NAND GATES

QUAD 2-INPUT NOR GATES

QUAD 2-INPUT NAND GATES 0.C.

HEX INVERTERS

HEX INVERTS O.C.

QUAD 2-INPUT AND GATES

QUAD 2-INPUT AND GATES 0O.C

TRIPLE 3-INPUT NAND GATES

TRIPLE 3-INPUT AND GATES

TRIPLE 3-INPUT NAND GATES O.C.

TRIPLE 3-INPUT AND GATES 0.C

DUAL 4-INPUT NAND GATES

DUAL 4-INPUT AND GATES

DUAL 4-INPUT NAND GATES O.C.

TRIPLE 3-INPUT NOR GATES

QUAD 2-INPUT NOR BUFFERS

8-INPUT NAND GATE

QUAD 2-INPUT OR GATES

QUAD 2-INPUT NOR BUFFERS 0O.C.

QUAD 2-INPUT NAND BUFFERS

QUAD 2-INPUT NAND BUFFERS 0O.C

DUAL 4-INPUT NAND BUFFERS

DUAL 2-WIDE 2/3-INPUT AND-NOR GATES

4-WIDE 2/3-INPUT AND-NOR GATES

2-WIDE 4-INPUT AND-NOR GATES

DUAL D-TYPE POSITIVE-EDGE-TRIGGERED
FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR

QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES

DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE

QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES O.C.

3-T0O-8 LINE DECODER/DEMULTIPLEXER

QUAD 2-TO-1 LINE DATA MULTIPLEXERS
NONINVERTED DATA OUTPUTS

QUAD 2-TO-1 LINE DATA MULTIPLEXERS
INVERTED DATA OUTPUTS

SYNCHRONOUS 4-BIT DECADE COUNTER
DIRECT CLEAR

SYNCHRONOUS 4-BIT BINARY COUNTER DIRECT
CLEAR

SYNCHRONOUS 4-BIT DECADE COUNTER
SYNCHRONOUS CLEAR

SYNCHRONOUS 4-BIT BINARY COUNTER
SYNCHRONOUS CLEAR

HEX D-TYPE FLIP-FLOPS COMMON CLEAR

QUAD D-TYPE FLIP-FLOPS COMMON CLEAR

QUAD DATA MULTIPLEXERS NONINVERTED
3-STATE QUTPUTS

QUAD DATA MULTIPLEXERS INVERTED
3-STATE OUTPUTS

QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-NOR GATES 0.C.

QAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
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Clircuile integrate

TBA 810 AMPLIFICATOR DE PUTERE

Recent intrat in probe de omologare, cir-

cuitul integrat TBA 810, in variantele sale
TBA 810S si TBA 810AS, va putea fi li-
vrat beneficiarilor anul acesta in trimes-

trul trei. Structura circuitului integrat
este realizatd in tehnologia bipolara si in-
capsulata standard Q.I.L. — plastic cu 12
terminale si radiator (cunoscuta sub denu-
mirea : TABS). Varianta cu aripioaréle de
ricire asezate orizontal si prevazute cu doua
gauri ce permit atagarea unui radiator ex-
terior este codificata TBA 810AS, iar vari-
anta cu aripioarcle de rédcire i-ndoite vertiéal
spre terminale este codificata TBA 8108S.
Circuitul integrat contine un ctaj pream-
plificator, un etaj amplificator si un etaj

de putere in clasa B. Spre deosebire de TCA

150, schema interna a circuitului TBA 810
nu contine nici o capacitate de compensare,
panta de 6dB/octava a curbei de variatie a
amplificdrii cu frecventa fiind asigurati de-
capacitéitile extericare C; si C; (C3=5C,),
prezentate in schema de aplicatie. Circuitul
contine si un etaj de protectie termici re-
glatd astfel incit la T=-+150°C se comanda.
blocarea etajului de putere. Spre deosebire
de TBA 790 si TCA 150 tranzistoarele de
iesire avind rezistente de emitor distribuite
pe fiecare ramura a arhitecturii structurii,
unui

protejeaza etajul de iesire in cazul

scurtcircuit pe sarcind, la tensiuni de ali-
mentare pina la - 15V.

Circuitul integrat {funclioneaza intr-o.

gama largd de tensiuni de alimentare, de

+ l/cc £5
gl .
700
=5
% mo F
’U 1 T i@ o, 8
90y £

Ve

P y ;
2
100k i
47
| |
10041

15

70
#e £ 3 &
b atpF [] Rp =44

- £
G § 2,
79 1o
L 5 vl

Fig. 9. Schema tipicd de aplicatie.

18/BETA




Circuite integrate

CARACTERISTICI ELECTRICE

Tabelul 3

Parametru

Conditii de test

- Min.- Tipic- Max. - U/M

“Tensiunea de alimentare 4 20 v
Curent de alimentare Voo = 144V 12 20 mA
Nop= 10
Tensiunea de iesire Veo = 144 V 6,4 2 8 v
V= 0
‘Curent de intrare Vee = 144 V 0,4 - 4 A
Puterea in sarcind Rr =4 Q
d = 100) f= 1Kz . Vo= 16V 7. w
Veeo = 144 V W
Vee = 9V 2,5 w
Veg = 6V i - W
Distorsiuni P,= 50 mW la 3 W
Vee = 144 V, f = 1 KHz 0,3 0/,
Ry =4 Q 3
Amplificarea in bucld inchisa Vee= 144 V 34 37 40  _dB
Ry, =46\ . '
T =i Kt
Rr = 56 Q
‘Tensiunea de zgomol Vee = 14,4 V
raportatd la intrare Rg= 0 ) oV
B (—3 dB) = 20 Hz — 20 KHz
Cy = 820 pF -
‘Eficienta Ppb=5W
Vcc = 14,4 v ) : 0/
Re = 4.Q
I =1 KHz
Rejectia tensiunii de alimen- Vee = 144 V
“fare % Ry =40 38 dB
f = 100 Hz
Rezistenta de intrare Qi FEhRRE ¢ MO
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Mreitite integrale

la 44 V la 420 V. Etajul de putere su-
portd curenti de virf de 2,5 A, astfel ca pe
o sarcind de 4 Q. functie: de. tensiunca de
alimentare, se obtin puteri de iesire de 7 W
(la o alimentare de 16 V), pina la 1 W (pen-
tru o alimentare de - 6 V). Caracteristi-
cile electrice sint masurate pentru tensiu-
nea de - 14,4 V, specifica alimentarii
aparaturii audio destinate autoturismelor.
Dintre parametrii electrici‘ prezentati mai
jos in mod decscbit se remarca caracteris-
tica curbei de distorsiuni pe domeniul de
la 50 mW la 3 W, domeniu in care valoa-
rea distorsiunii este de 0,30/,

Pentru aplicatii se recomandd a fi luate
in considerare urmatoarele :

® traseul de masa a semnalului de in-
trare sa nu fie parcurs de curentul ce trece
prin sarcind. Cuplajele parazite intre intrare
si legire prin traseul de masd se pot evita
prin desenarea corectd a cablajului imprimat
(fard ,,bucle de masd*). Curentul prin traseul
de masa ,,de fortd“ poate atinge 2,5 A.

@ amplilicarea in bucld inchisd este sufi-
cientd fa{d de valoarea tipici de 34 dB in-
tr-un domeniu de 3dB(in total 6dB). Deoa-
rece capacititile C; si C; asip;uré 0 caracte-
risticd a amplificarii cu panta de 6dB/octava,
frecventa su}serioaré a benzii variaza intre
14 KHz si 28 KHz fata de valoarea tipica
de 20 KHz, pentru (3=—820 pF si C;=—4.1
KHz.

@ amplificarea in bucld inchisad se caleu-
leaza :

A=14+_4KQ dipic)
Re
® rezistenta R, din schema de aplicatie

este necesard pentru polarizarea trazistorului

18/BETA
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Fig. 10. Semnificatia terminalelor.

PNP din etajul de intrare. Omiterea acestei
rezistente din schema de aplicatie conduce-
la functionarea defectuoasi a circuitului
integrat. In cazul in care, totusi, functio-
neazd normal, inseamnd sa la intrare con-
densatorul de cuplaj are curentul de fuga de
ordinul 0,5...1 uA, suficient de mare ca si
asigure curentul de baza al tranzistorului de

intrare.

@ pentru oportunitatea montarii unui ra-
diator exterior se va tine seama de rezis-

tenta termied a capsulei :

TBASI0OS ‘TBABINAS

Rinj— capélul:?l

125C /W 10°¢ /W
Ripj — amb T0°C/W 80°C /W
ECHIVALENTE :

® TBA 810 S, TBA 810 AS — fabricat
de ATES-SGS, TH-CSF, Telefunken, MEV
(R.P.1.)

@ MBA 810 S, MBA 810 AS -~ TESLA.

@ A 210 E, A 210 K — RFT.

VIRGIL GHEORGHIU
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Cursuni de

Pentru a raspunde numeroaselor solici-
“tari privind detalii de utilizare a micropro-
ccesorulul B8P 14500, in automatizari indus-
triale, LP.R.S. DBaneasa a organizat in

perioada august 1988 — februarie 1989.un
ciclu de cursuri de scolarizareé cu titlul:
soeria 14000 de circuite integrate — apli-
-catii¥,

Pe durata de 12 zile a fiecarui curs par-
ticipantii s-au familiarizat cu arhitectura
-automatelor programabile bazate pe seria
14000 de circuite integrate, asimilind limba-
jele de programe specifice automatelor pro-
duse de ILLP.R.S.: KIT PROCESOR 14000A
(in fabricatie inca din 1987) si KIT 15000
(in curs de omologare). De asemenea, parti-
cipantii au capatat experienta in rezolvarea
problemelor de automatiziri cu ajutorul
KIT-urilor PROCESOARE, finalizind, la
proiectul de absolvire, o tema specificid lo-
cului de munca.

Temele, din domenii tehnice variate
(electrotehnica, energetica, chimie, meca-
nica, industrie usoara, transporturi ete.) au
-evidentiat o datd in plus posibilitatile largi
«de utilizare a automatelor programabile pi-
lotate de (P 14500. Iatd doar citeva titluri
-ale luerarilor de absolvire :

® Automatizarea liniei de cositorire cu
undd stationara, (C. Dalalau, N. Sodolescu ;
Electromagnetica) ;

@ CGenerator de trepte de frecvente (L
Céapitaneanu ; Incertrans) ;

@ Regulator de vitezd pentru locomotive
Diesel-electrice (G. Pelinescu ; ICPE).

@® Program pentru comanda actionarii la
masini de cusut industriale (R. Ceauselu ;
ICPE) ;

@ Detectarea impulsurilor false de con-
torizare pe linia telefonica (V. Zodila;
FCRN ,,2 Mai“ Mangalia).

La cursuri au participat in total 131 de
Ppersoane, cu studii superioare si medii, de
la 42 de intreprinderi din tard. Cursantii au
primit documentatie tehnica (foi de cata-
log, manual de utilizare, listing) si au putut
copia pe discuri Floppy suportul software
de dezvoltare (editor de text, programe
asambloare, program incriptor de memorii
EPROM). De asemenea, el au avut la dis-
pozitie sisteme de exersare — dezvoltare
bazate pe KIT-urile PROCESOARE 14000
si 15000, pentru verificarea practicd a pro-
gramelor de aplicatie. (In urma interesului
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manifestat de utilizatori, aceste sisteme, nu-
mite SED 14 si SED 15 sint in prezent in
curs de omologare). ‘

Prezentam in tabelul urmator lista intre-
prinderilor care au participat la raceste
cursuri :

Intreprinderea Cursanti

Do
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IAMSAT
INCERTRANS Bucuresti
CCSIT-MIU Tg. Mures
Metalotehnica Tg. Mures
ICSIT Mecanica Find si Scule
ICPUPS Bucuresti

FCRN ,,2 Mai*“ Mangalia
Electroaparataj

I. Electronica

1. Optica Romana

ICPE Bucuresti
Electroprecizia Sacele
Electromotor Timisoara
Electroarges

I. Confectii Tricotaje Bucuresti
IITPIC Bucuresti

IUGC Bucuresti
klectromagnetica
Electromures Tg. Mures
Automecanica Medias
CCSIT-CE Bucuresti

ICSIT Electronica Bucuresti
1. Ferite Urziceni

I. Tehnica Medicala Bucuresti
I. Contactoare Buzau

CIE Craiova

IMMN Copsa Mica

ICSIT MTAE Craiova

I. Mecanica Poligralica

I. Masini Electrice Bucuresti
I. Utilaj chimic Fagdras °
I. Utilaj Greu Craiova
Electrofar Bucuresti

IMR Aeronautica Bucuresti
FEPER

Antrepriza Energomontaj
IUGC Basarabi

IETA Cluj-Napoca

IAEI Focsani

ICPE Tg. Mures

ICPIAF Cluj-Napoca

I. Nr. 2 Brasov
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DIODE IN CAPSULA D027

De curind a fost pusid la punct tehnologia
de fabricatie a diodelor in capsula D027 In
acest . fel a
de b W ppnim aplicatii de putere, cu gaba—
rite mici.

“Tabelul ' 1 prezinti diodele ra131de omolo—
gate pind in prezent. La cererea beneficia-

foqt posibila realizarea dlodelcn'

rilor se mai pot omologa urmatoarecle fa-—
milii © _ ‘ o

@ diode redresoare normale de 3 A ;

@ diode Zener de bW ;
@ diode cu avalansid controlata de 3 A.
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pY228 1500 . 16500 10
D2F12 - 1200 1300 Tyj = 25°C Taly =2 960 L=
DEF10 2 1000 1100 10 A 15 | 5 500 1200 . 135
D2Fg Tamb 800 9o~ 1+ F = 1359¢ Tyj =150b0C
' 45°C ot
D2F6 600~ L5300
D2T4 400 500
D2F1 100
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La IL.LP.R.S. Baneasa a aparut, in conditii

grafice deosebite, catalogul din imagine..

Beneficiarii nostri il pot solicita la -Servi-

ciul desfaceri, pe baza de r‘omemda
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La aparitia acestui numar au colaborat':

Adrian Sorin Nastase -— redactor sef, Anton

Viatasescu, Tudor Dunca, Aurelia Nastase

(secretar de redactie), Georgeta Lupu (de-
sene), loana Padurariu (clactﬂorrmfle), Cri-
stina Slave (desene).

Pentru orice informatii tehnice suplimen-
tare lﬁganéfic-iarii se pot adresa la redactie,

telefon 364,

i BRI a LR R P R PR SN, -
J:P.RAS_.__BQ:ID_(_‘,E:]:‘SE}, Str. lancu Nicolae, 32,
72986, ‘Bucuresti, telefon <33.40.50.






